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【背景・目的】 現在、エネルギーハーベスティング技術の一つとして、廃熱を電気へ直接変換

可能な熱電発電が注目されている。熱電変換効率向上には、出力因子（S2 ; Sはゼーベック係数、

は電気伝導率）の増大、熱伝導率（）の低減が必要である[1,2]。これまで、我々は SnO2透明薄

膜を様々な基板上にエピタキシャル成長し、結晶ドメイン制御して低欠陥密度界面を形成するこ

とによって高移動度化、低化を実現し、透明熱電材料としての利用の可能性を示してきた[3]。

近年、我々は ZnOと格子不整合度の異なる c、r-Al2O3基板上にエピタキシャル Al doped ZnO（AZO）

薄膜を成長したところ、AZO/r-Al2O3の移動度と Sが、AZO/c-Al2O3のそれより高い値を示すこと

を報告した[4]。移動度の増大機構に関してはドメイン界面の欠陥密度の観点から説明ができるが、

詳細な S増大機構に関しては未報告であった。そこで本研究では、AZO/r-Al2O3における高 S化の

物理を明らかにすることを目的とする。 

【実験方法】 本薄膜成長には、パルスレーザー堆積装置を用いた。蒸着源として、ZnO 粉末と

-Al2O3粉末を混合し、1100℃で焼結した AZO ターゲットを用意した。作製したターゲットを用

い、酸素雰囲気下で c、r-Al2O3基板上に AZO 薄膜をエピタキシャル成長した。構造評価には X線

回折法（XRD）と原子間力顕微鏡法（AFM）を、熱電特性評価には ZEM-3 と自作電気特性測定

装置を用いた。光学特性評価には紫外可視分光光度計を用いた。 

【結果】 Sのキャリア密度（n）依存性を取得すると、低 n領域（≦1×1020 cm-3）では、AZO/r-Al2O3

の S はイオン化不純物散乱律速の理論曲線よりも高く、一方で AZO/c-Al2O3の S は理論曲線より

も低い値を示した。AZO/r-Al2O3に関して、S の温度依存性から有効質量（m）を求めたところ、

文献値よりも高い値を示した。これより、この S 増大は基板との格子不整合差由来の歪による m

増大に起因すると考えられる。一方、高 n領域（≧1×1020 cm-3）では、AZO/r-Al2O3と AZO/r-Al2O3

のどちらも理論曲線よりも高い Sを示した。よって高 n領域での S増大は、Al導入量の増加効果

に起因すると考えられる。本講演では、本試料で得られた S増大とその物理について詳述する。  
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